Cartographie du photo-courant sur des jonctions a contact passivant en silicium poly-cristallin sur oxyde
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Depuis quelques années, la technologie du contact passivant est étudiée par la communauté photovoltaique
(PV) du silicium monocristallin. Dans la filiére & homojonction, I’insertion d’une fine couche d’oxyde de
bonne qualité a I’interface entre le silicium cristallin (c-Si) et des couches de poly-Si fortement dopées
servant pour les contacts, permet de réduire significativement la recombinaison de surface au niveau de ces
contacts, tout en facilitant la collecte sélective des porteurs [1]. Ce dernier point, et plus particuliérement
les mécanismes de transport électronique a travers ces interfaces avec oxyde font encore 1’0bjet de débats
[2,3]. Parmi les différentes hypothéses, celle qui semble la plus probable concerne I’existence dans I’oxyde
de « pinholes », i.e. de trous de taille nanométrique et de faible densité (1 pinhole/um?) qui sont a I’origine
de « nanocontacts localisés » entre I’émetteur (base) et 1’absorbeur.

Dans cette étude nous sommes intéresses aux structures a contact passivant fabriquées par I’INES dans le
cadre de la thése de Audrey Morisset (CEA INES-IPVF), et notamment aux propriétés de transport de ces
couches par le biais de mesures de microscopie a force atomique en mode pointe conductrice, dit «c-AFM ».

Les premiéres mesures ont été réalisées sur des structures poly-Si (p+)/SiO./c-Si (n) ayant subi des recuits
a différentes températures dans le but de fragiliser la couche d’oxyde. Les mesures de c-AFM réalisées sous
éclairement montrent qu’il est possible de cartographier le photocourant local pour les échantillons recuits
a 700°C et 800°C. Ces premieres observations suggérent que la couche de passivation est détériorée sous
I’effet de températures trop élevées. Dans 1’état actuel, la présence des pinholes est difficilement observable
compte tenu de la forte conductivité latérale du poly Si ; c’est pourquoi des essais de gravures par voie
chimique et/ou mécanique sont en cours dans le but de les révéler.
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Figure 1 : a) structure des échantillons observés et b) montage c-AFM utilisé lors des mesures
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